
1030nm 発振ロングパルスレーザによる Si ウェハ上の µ-Hillock 形成 

The fabrication of a µ-Hillock on a Si wafer by using the long pulse laser at 1030nm 
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近年、レーザ加工により Siウェハなどに微細な凸型の加工痕を形成する研究結果が報告されて

いる[1-4]。本研究では、我々が 2 年前より開発してきた 1030nm発振のパルス幅可変 MOPA ファ

イバーレーザを光源として、数十～数百ナノ秒のパルス幅におけるシングルパルスを用いること

で、Siウェハ上に安定的に微細凸型形状の加工痕(以下、「µ-Hillock」と呼ぶ)を得たので報告する。 

Fig.1 に Siウェハ上に形成した µ-Hillockアレイ(ピーク間ピッチ約 20m)の SEM 像を示す。 

この µ-Hillockの形状は、中央の凸部とその周辺の凹部から成っている(Fig.2 図中)。その加工幅

と凸部の高さの関係を示したのが Fig.2 である。 

Fig.2 に示したデータは、集光径を約 15µmに絞る同一の加工光学系において、µ-Hillockが安定

的に形成されるパルス幅領域(50~600ns)及びフルエンス(2~6J/cm2)のもとで得たデータである。 

Fig.2 に示す通り、その加工幅と凸部の高さの間には、パルス幅及びフルエンスの影響がみられ

ず、線形の関係であることがわかった。 

上記の実験で用いたレーザについて簡単に述べる。我々が開発したこのパルス幅可変 MOPAフ

ァイバーレーザは、世界に類を見ないパルス幅を数十ピコ秒から数百ナノ秒のほぼ 4 桁もの範囲

において可変でき、高出力且つレーザビーム品質 M2が 1.1以下の優れたレーザである。 

 

 
  

Fig.1 
 

SEM image for the µ-Hillock array on a Si wafer. 
The sample was tilted at 45° (Y direction). 

Fig.2 
 

The scale relation between the µ-Hillock width 
and height in pulse widths of 50-600ns. 
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